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wsmiia , 
ELECTRONCZNE Nr 1 1973 

w . BRZOZOWSKI! Badania nad otrzymaniem wan łw epirak>|aln/ch ananku galu z fazy gazowa] w u k ł a -
dzie otwartym G a ^ i C l 3 - H 2 

W artykule przedstawiono wynik i proc nad otrzymywaniem woritw epltaki|alnyęh arienku go lu . Omó-
wiono wyn ik i osadzania na podłożach z arsenku golu o or ier tacioch / l l l / , / f n / I / 1 0 0 / oraz wpływu 
parametrów procesu na szybkoić wzrostu i struktur« warstw. Ponadto przedstawiono proce nad wpływem 
sposobu przygotowania płytek podłożowych na morfologi« powierzchni osadzonych no nich warstw ep i tak -
sja lnych. 

E. PIETRAS I A . HRUBAN: Materiały półprzewodnikowe dla przyrztjdów optoelektronicznych 

W artykule rozpatruje s l f problemy technologi i materiałów półprzewodnikowych d la przyrzqdów opto-
elektronicznych. Zestawione sq mater iały, które mogą być wyj lc iowyml w konstrukcjach tego typu p r z y - , 
rzgdów. Omówiono specyfik« technologii wytwarzania tych materiałów I d la zasadniczych podano stosowa-
ny zakres parametrów oraz metody Ich wytwarzania. 

J . MIELNIK: Spektromelr mosowy podwójnie o g n i * u j q c y 

W pracy opisano konstrukc j i spektrometru masowego podwójnie ogniskującego zbudowanego w Zespole 
Mechanik i I F izyk i Technicznej Instytutu Mechanizacj i Rolnictwo WSR w Lubl in ie. Jest to spektrometr 
z szeregowym rozkładem polo elektrycznego I magnetycznego typu Bainbridge-Jordan, Obl iczona zdolno«« 
rozdzie lcza wynosi około 60 000. 

W . WŁOSINSKI: Pomiaiy i badania rozkładu temperatur I naprężeń w złączach ceromika-metal 

W pracy zostały wykonane pomioty rozkładu temperatur w funkcj i czasu trwania jednego cyklu g r z a -
nia i studzenia obudowy do diody mocy w temperaturach <xJ 200 do - 6 0 ° C . Dokonano przel iczenk, w l e l -
ko ic l naprężeń cieplnych w złączu ceramiko-metal . Stwierdzono, że największe naprężenia wynoszą 
około 1,8 k G / m m ' i występują w czasie shjdzenlo obudowy. 
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S S U Nr 1 

B . BÍ030BCKH: I ' Iccj ieaoBaHHH n o j i y q e H ü H anKTaKCMaj iBHux c j i o ë B a p c e H w a a r a j i ^ i M r a -
30BhIM MeiOf lOM B OTKpUTOK CMCTene G a - A s C l 3 - H 2 

B iiacTOHineM c i a i Ł e n p e a c i a s j i e H u HccjieAOBaHWH l e x H O ^ i o r i i M i io j iy^ jeHUH r a s o B u M 
MeTO;ïOM B OTKpuTOii CHCTewe GaTAsCl3-H2 anHTaKCHajIBHblX CJIOëB GaAs . l lcCJieaOBaHO 
BJIHHHMe OpHeHTHpOBKM / i l l / , / f l f / , / 1 0 0 / , MeTOflOB npHrOTOBJieHHH nOAJIOKCH GoAs 
a TaKse bjihhhhg n a p a w e i p o B n p o u e c c a Ha CKopocTB p o c T a u c i p y K T y p y anwTaKCiiajiB-
HblX CJIOëB. 

3 . r iETPAC, A . X P y E A H : I l o j i ynpoBoaHHKOBue M a T e p n a j i u aJiH o n i o a j i e K i p o H H u x n p n ô o p o B 

B HacTOflmea c i a i B e paccMOipeHŁ i npoÖJieMu l e x H O J i o r M H nony^eHWH n o n y n p o B o a H H -
KOBLix M a i e p H a j i o B fljiH o n i o a j i e K T p o H H b i x n p H Ö o p o B . C o ö p a H H no j i y npoBOSHHKM, KOTopue 
moäho H c n o n B 3 0 B a T B B n p H Ö o p a x 3 T o r o T H n a . P a c c M O i p e H H u ocoÖeHHOCTH l exHOJ io rHH 
noj iy i ieHHH sthx M a i e p H a J i o B . ÄJIh ochobhhx M a i e p w a j i o B a a H u THnOTime n a p a M e i p u m 
MCTOabl HX nOJiyyeHHH. 

10. biEJlBHKK: C n e K i p o x i e i p M a c c c a B o f i n o ß - ¿ O K y c i i p o B K o a 

B cTaTBe o n i i c a H a kohctpj'kiihh cne icTpoweTpa Macc c abouhoM èoKycHpoBKOi l i n n a 
i S a y H Ö p H O T a - U o p a a H a . I l pKÖop n o c T p o e H b f n 3 i r a e c K 0 M OTae j ien i iH ßCP JIîoôjihh. B u q u -
cJieHHaH paapemaKXiiaH cnocoÖHOCTL 50000. 

B. BJIOCHHCKH: H sMepeHUH u Hccj ieAOBaHMH p a c n p e s e n e H H H l e M n e p a i y p k aanpHTCUHi i 
B c o e a w H e u H H x M e i a j i j i - K e p a M M K a 

B p a ö o i e npoHSBefleHhi MSwepeHMfl p a c n p e a e j i e n H H l e M n e p a i y p b ipyHKUHH c p e M e n u 
np0a0Ji ;KHTe; iBH0CTH o s H o r o ui iKJia H a r p e s a H U H h o x j i o a a e H U H K o p n y c a B u n p a M M i e j i B i i o r o 
CHJioBoro B S H T m i H , B MHTepBaj ie T e w n e p a i y p ot 200 a o -60°C. P a c c q u i a H a B e j u w i m a 
TenjiOBbix HanpHJKeHHli b coesHHeHHio K e p a M m c a - n e T a J i J i . Onpeae j i eHO, m o caMue buco-
KHe HanpHÄeHHH BOSHUKam bo speMH oxjiaacaeHHH K o p n y c a h meiuT BejiHUHHy okojio 
1,8 Kv/uv^. 
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BłATtRIAtY 
ELEKTRONICZNE N r 1 1 9 7 3 

w , BRZOZOWSKI: Investigaticxis on obtaining of gal l ium arsenide epi taxia l layers from gase phase in the 
open system Ga-AsCl3-H2 

Results of the wori< on obtaining gal l ium arsenide epitaxial layers have been presented. The deposition 
results on the gal l ium arsenide substrates of the orientations / H I / , / f f Î / and / l O O / and the inf luence of 
the process parameters on the growth speed and the layer structure have been discussed. Moreover, the 
works upon the influence of the substrate plates preparation on the surface morphology of the epi tax ia l l a -
yers deposited on these plates are presented. 

E. PIETRAS/ A . HRUBAN: Semiconductor materials for optoelectronic devices 

Technology problems of semiconductor materials for optoelectronic devices have been discussed. The 
materials for these devices production have been compared and the specific features of their technology h a -
ve been presented. For the basic, typical porameters and production technologies have been g i ven . 

J . MIELNIK: Double focusing mass-spectrometer 

Design and construction details of high resolution mass-spectrometer are described. The double f o c u -
sing Bainbridge-Jordan type mass-spectrometer was bu i l t in Physical Department of Institute for Agr icu l ture 
Mechanisation in Lubl in. The theoret ical ly expected value of the resolving power is about 60 000. 

W . WtOSII<lSKI: Measurement and investigation of the temperature and stress distr ibution in ceramics-me-
tal seals 

Measurement of the temperature distr ibution as a function of time of a single heating and cool ing c y -
cle duration of the envelope for a power diode at the temperatures from 200 up to - 6 0 ° C have been 
carried out . Réévaluation of thermal stress values in ceramics-metal seals has been made. It has been f o -
und that maximum stresses are about 1,8 k G / m m ^ and occur during the envelope coo l ing . 
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Od Redakcji 

"Mater ia ły Elektroniczne" - to nowy kwar ta ln ik , którego edycję zapoczątkował 
Ośrodek Naukowo-Produkcyjny Mater ia łów Półprzewodnikowych. W kwarta ln iku tym 
pragniemy publikować oprócz wyników prac własnych również prace wykonane w i n -
nych placówkach badawczych, a dotyczące problematyki wchodzącej w zakres d z i a -
łania Ośrodka. 

Ośrodek Naukowo-Produkcyjny Mater ia łów Półprzewodnikowych powstał w roku 
1970 na bazie pionu materiałowego Przemysłowego Instytutu Elekt ronik i . Prowadzi 
on prace w zakresie metodyki badań oraz technologi i otrzymywania materiałów sto-
sowanych w technice półprzewodnikowej oraz niektórych materiałów specjalnych s to-
sowanych w innych dziedzinach e lek t ron ik i . W szczególności prace te dotyczą ma-
teriałów półprzewodnikowych, tworzyw ceramicznych, z łącz s ik ło -meta l i c e r a m i k a -
-metal ,past przewodzących i oporowych, metali i stopów dużej czystości oraz z w i ą z -
ków chemicznych o specjalnej czys to ic i . 

Zgodnie z tym profi lem dz ia łan ia temotyka publ ikowanych prac obejmie szeroki 
wachlarz materiołów stosowanych w e lek t ron ice, ze szczególnym uwzględnieniem 
materiałów stosowanych w technologi i półprzewodnikowej . Problematyka ta dotyczyć 
będzie zarówno zagadnień związanych z otrzymywaniem, przeróbką, jak również 
i badaniami tych materiałów. Czy te ln icy znajdą też w nowym czasopiśmie prace p rze-
glądowe, omawiające stan badań i rozwoju różnych grup materiałów e lek t ron icz -
nych. Część informacyjna zaznajamiać będzie czyte ln ików z bieżącymi wiadomoś-
ciami o nowych materiałach produkowanych przez f irmy zagraniczne oraz o osiąg-
nięciach krajowych w tym zakresie. 

Zdajemy sobie sprawę z fak tu , że problem zagadnień związanych z materiałami 
stosowanymi w elektronice jest bardzo obszerny. Mater ia ły te odgrywają w nowo-
czesnym przemyśle elektronicznym rolę k luczową, ograniczającą, ze względu na uzys-
kiwane własnolci mater iałów, w zasadniczej mierze postęp w rozwoju e lek t ron ik i . 
Z tych też względów Redokcja celowo nie chce zakreślać sztywnych ram tematycz-
nych pisma, zdając sobie sprawę z różnorodności występujących w te j dz iedzin ie z a -
gadnień. 

Pragniemy, aby profi l naszego pisma był jak najbardziej pożyteczny d la posze-
rzenia wiedzy o materiałach, a tym samym i d la rozwoju e lekt ron ik i i aby ono sta-
ło się dodotkowym źródłem informacji i służyło wymianie doświadczeń między o d -
biorcami i wytwórcami mater iałów. Oddając pierwszy numer "Mater ia łów Elekt ro-
nicznych" do rąk czytelników zapraszamy do współpracy nie ty lko pracowników n a -
szego Ośrodka, lecz również tych wszystkich, którzy interesują się zagadnieniami 
materiałów dla e lek t ron ik i . 
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Dokonujący się w naszym kraju burz l iwy rozwój elektronik i pocigga za sobq 

koniecznoiĆ rozwi jan ia szeregu Innych gałęz i nauki i technik i , do których w p ie r -

wszej ko le jno ic i za l i czyć należy zagadnienia materiałowe. Postęp dokonujący się 

w dz iedz in ie przemysłu elektronicznego jest stymulowany osiągnięciami w zakresie 

otrzymywania nowych materiałów o wysokiej czystoSci I i c l i l e okreSlonycii włoScI-

wo ic lach . Można im ia ło stwierdzić, że ¡e i l l elektronika jest noinlk iem postępu w c a -

łe j gospodarce narodowej , to stosowane materiały odgrywają z ko le i decydujące z n a -

czenie w rozwoju nowoczesnej e lek t ron ik i . Sq one, z uwagi na wysokie porametry 

techniczne, trudno dostępne nie ty lko w naszym k ra ju , ale często również i za g ra -

n i cą , KoniecznoiĆ rozwoju Ich produkcj i pociąga za sobą potrzebę zdobywania jak 

największej wiedzy o nich oraz o technologi i Ich wytwarzania. 

Ośrodek Naukowo-Produkcyjny Mater iałów Półprzewodnikowych, jako jednostka 

wiodąca w tym zakresie, podjął się wydawania kvyarta In łka "Mater ia ły E lek t ron iczne" . 

Kwarto ln ik ten winien stać się płaszczyzną porozumiewawczą pomiędzy wytwórcami I 

odbiorcami nowoczesnych materiałów stosowanych w przemyśle e lektronicznym, g ł ó w -

nie w produkcj i podzespołów. Podjęta In ic jatywa wydawania czasopismo specja l is-

tycznego jest nowatorska i ze wszech miar bardzo cenna dla naszego przemysłu. 

Życzę Zespołowi Redakcyjnemu, jak I wszystkim obecnymi przyszłym Autorom 

publ ikowanych prac, dużych sukcesów w upowszechnianiu tak bardzo potrzebnej d la 

naszej e lekt ron ik i wiedzy o materiałach e lektronicznych. 

W l C E M I N l ^ R PRZEMYSŁU 
M A S A N O W E G O 
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SYMPOZJA —KONFERENCJE —SEMINARIA 

W 1972 roku pracownicy ONPMP wz ię l i czynny odział w następujących sympozjach, konferencjach i 
seminariach: 

1. N a III Ogólnopolskim Seminarium Związków Półprzewodnikowych A'" B^ W Jaszowcu / 8 - 1 5 . I V / z o r -
ganizowanym przez Instytut F izyk i PAN referat wygłosi ł J .L i tw in no temat "Badanie czysto$ci GoAs za 
pomocą spektrometru masowego". 

2 . W dniu 1 8 . V . w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie na seminarium zorganizowanym przy udz ia -
le Japon Electron Optics Laboratory na temat "Mikroskop skaningowy w badaniach materiałów stoso-

wanych w elektronice" referat wygłosi ł inż . Mok i to z jopońskiej firmy Jeol Co . "Mikroskop skaningo-
wy i jego zastosowanie" oraz M . Pawłowska " N i e k t ó r e zastosowania mikroskopu skaningowego do ba-
dań materiałów stosowanych w elektronice" . 

3 . W dniach 2 8 . V . - 2 . V I , w Karpaczu odbyło się II Sympozjum na temat "Pierwiastki rzadkie i meta lur-
gio chemiczna" zorganizowane przez Pol i technikę Wrocławską, na którym wygłoszono następujące r e -
feraty: M . Kusowski "Metoda oczyszczania golu do czystoici 99,9999%, W.Sokołowska "Metoda ana-
l izy spektrochemicznej golu" i J . Bukowski "Moż l iwośc i zastosowania spektrometru mas do anal izy p ie r -
wiastków rzadk ich" . 

4 . W dniach 5 - ó . V I . odbyło się w ONPMP Konwersatorium Anal izy Spektralnej Emisyjnej zorganizowane 
przez Podkomisję Anal i tyczną Spektrometrii Atomowej Komisji Chemii Ana l i tyczne j PAN poświęcone 
spektrometrii mas. Referoty wygłosi l i : J.Bukowski "Ana l i za c ia ł stałych za pomocą spektrometru maso-
wego ze źródłem iskrowym", Z . Patryas "Mody f i kac ja optyki jonowej spektrometru masowego jako spo-
sób zwiększenia możliwości anal izy c i a ł s ta łych" , J . Mie ln ik / Ins ty tu t Techniki Rolnej W S R - L u b l i n , 
Zespół Mechaniki i Fizyki Technicznej / "Spektrometr masowy podwójnie ogniskujący" / re fera t ten pu -
blikowany jest w numerze I "Mater ia łów Elektronicznych", w następnych numerach publikowane będą 
kole jno wszystkie wygłoszone na Konwersotorium re fe ra ty / , R. Jarosz i J . Zienkiewicz /Kombinat G ó r -
n iczo-Hutniczy Miedz i w L u b l i n i e / "Spektrometr mas MS 7 0 2 " , W . Ż u k i J . Pomorski / Ins ty tu t F izyk i 
UMCS w Lub l in ie / "Zastosowanie elektromagnetycznego separatora mas do badań nad oddziaływaniem 
jonów z ciałem sta łym", W . Żuk i G.Skrzetusko "Przekroje czynne na jonizację elektronami n iek tó -
rych związków s ia tk i " , M . Z ink iewicz / Ins ty tu t Fizyki UMCS/ "Zastosowanie spektrometru mas do w y -
znaczania potencjałów jonizacj i pierwiastków" i "Zastosowanie badań izotopowych do wyznaczania 
wieku bezwzględnego pokładów geologicznych /metoda Rb-Sr / " , A . Maciejewska i J.Surowiec / I n s t y -
tut Inżynier i i Mater ia łowej Pol i techniki Warszawskiej/ "Zastosowanie spektrometru masowego do a n a -
l izy śladowej metal i wysokotopl iwych", L . Głodyszewski / Ins ty tu t i i z y k i UMCS/ "Mosowo-spektrome-
tryczne badania adsorpcji t lenu na powierzchni wolframu',', J . Hałat i J . Szaran / Insty tut F izyk i 
UMCS/ "Uwagi o metodzie izotopowej węgla i s ia t k i " , J . Szoran "Skład izotopowy siatki zawartej 
w źródłach siarkowych", M . Siedlarek i M . Jarosz /kombina t Górn iczo-Hutn iczy M i e d z i / "Zastoso-
wanie spektrometru mas MS 702 do anal izy materiałów geolog icznych" , J . Litwin "Anal izo mater ia-
łów półprzewodnikowych wysokiej czystości d la potrzeb technologi i i f i zyk i półprzewodników". 

5 . W dniach 1 1 - 1 3 . I X . odbyło się III Ogólnokrajowe Seminarium Kr iotechnik i i kr iotechnologi i zorgan i -
zowane przez Instytut F izyk i Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym M . Mogie ln ick i 
wygłosi ł referat "Wstępne wynik i pomiarów oporności resztkowej go lu " . 

6 . W dniach 2 5 - 2 6 . I X . na VII Konferencj i Metaloznawczej w Puławach referaty wygłosiła B. Surma"Bo-
donio wysokooporowego arsenku g a l u " . 

7 . Na V Czechosłowackiej Konferencji Elektroniki i F izyk i Próżni, która odbyła się w Brnie w dniach l ó -
1 9 . X . referaty wygłosi l i : J . Toruń "Prześwietleniowa mikroskopia elektronowa niektórych półprzewodni-
kowych warstw epitaksjalnych" i M . Pawłowska "Badania złącz i warstw powierzchniowych elementów 
półprzewodnikowych". 

8 . No II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej na temat "Naukowe i praktyczne osiąg-
n ięc ia na polu metoloceromicznych wyrobów konstrukcyjnych", która odbyła się w Warnie / 2 5 -
2 7 . X . / , referat wygłosi ł M . Lejbrandt "Badanie spiekania aktywowanego proszku wolframu w celu 
otrzymania struktur porowatych" . 

9 . N a I Ogólnopolskim Seminarium /Szklarska Poręba, 1 8 - 2 7 . X . / na temat "Technologi i Monokryształów" 
referaty wygłosi l i : A . Bukowski "Z jawiska niejednorodności w monokryształach wzrastających z fazy 
c iek łe j " E. Zalewski "N iek tó re aspekty krysta l izac j i niobonu l i tu / L i N b O j / metodą Czochrolskiego', 
J . Kusowski "Badanie krysta l izacj i golu w procesie strefowego top ien ia " ,W. Krzywiec "Otrzymywanie 
domieszkowanych monokryształów arsenku g o l u " , W . Brzozowski "Otrzymywanie warstw epitaksjalnych 
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arsenku galu z fazy gazowej w układzie otwartym G a - A s C l 3 - H 2 " , J . Drqgowski "Otrzymywanie 
monokryształów krzemu o dużych średnicach", P. Kamiński "Opracowanie metody wyl-arzonio arsen-
ku indu" . 

10. W dniach 2 1 - 2 5 . X I . w Swidroch Małych odbyła się Sesjo RWPG z udziałem ZSRR, LRB WRL, NRD, 
CSRS i PRL /Cent rum Koordynacyjne w zakresie materiałów półprzewodnikowych/ w ktćej uczestni-
czy l i pracownicy ONPMP. Zostały wygłoszone następujące referaty: "Wyn ik i homoepitksji warstw 
GaAs bez domieszek przy zastosowaniu metody A s C l o / H 2 / G a / N R D / , "Metoda otrzyivwania diod 
epitaksjalnych bez stosowania procesu dy fuz j i " / L R B / , "N iek tó re zagadnienia przygotowinia warstw 

SiOo i A I2O2 /CSRS/ , "Problemy i możliwości określania chemicznych i f izyznych para-
metrów c ienk ich warstw /CSRS/ , "Mater ia ły stosowane w technologi i planannej i ep i tcs ja lnej , w y -
magania techniczne dla tych moteriołów i metody ich anal izy" oraz "Badanie procesiv zanieczysz-
czania i oczyszczania rurek kwarcowych oraz wyrobów z kwaroo stosowanych w technolai i planarnej" 
/ZSRR/ i " Z ł ą c z a ceramiko-metol" /PRL - r e f e r a t wygłosi ł W . Włos ińsk i / . 

No terenie O N P M P , przedstawiciele zagranicznych firm wygłosi l i następujące referaty: 

1. No seminarium / 2 2 - 2 6 . I I I . / wygłosi ł referat przedstowiciel japońskiej firmy Kokusai - J . Kawai 
"Urządzenie do epitaksj i arsenku g a l u " , 

2 . W dniu 6 . V I , przedstawiciel firmy Weiterbildungszentrum Elektronische Bauelementen / b r i - M a r x s t a d t / 
Günther Schneider wygłosi ł referat "Wzrost krzemowych warstw epi taks ja lnych" , 

3 . 5 . X . przedstawiciel firmy Mi l l ipore z Neu-Isenburg / N R F / Rainer Nehis wygłosi ł refert "Woda w y -
sokiej czystośc i " . 
W jednym z następnych numerów "Mater ia łów Elektronicznych" opublikowane będzie oprcowanie przed-
stawionych no seminarium materiałów. 
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INFORMACJA DLA AUTORÓW 

W celu ułatwienia proc redakcyjnych związanych z przygotowaniem materiału do druku redakcja prosi 
Autorów o przestrzeganie podanych n iże j wskazówek: 

1. Objętości artykułów w zasadzie nie powinny przekraczać 10-15 stron maszynopisu. 

2 . Artykuły powinny być napisane na pojedynczych arkuszach formatu A 4 , jednostronnie z in ter l in ią / c o 
drugi w iersz / , z marginesem 3 , 5 cm z lewej strony. No arkuszu nie powinno być w ięce j niż 31 w i e r -
szy po 65 znoków. Wszystkie strony powinny być numerowane. 

3 . Na marginesie tekstu należy zaznaczyć miejsca, w których powinny być umieszczone rysunki i tabele. 

4 . Wszystkie tabele i zestawienia / u n i k a ć zbyt dużych/ należy wykonywać osobno / n i e w maszynopisie 
całego a r t yku łu / , w 4 egzemplarzach no oddzielnych arkuszach i numerować ko le jno . U góry każdej 
tabeli podać tytuł objaśniający, 

5 . Ar tykuły należy nadsyłać w 4 egzemplarzach; powinny być dołączone do nich krótk ie streszczenia w j ę -
zyku polskim, rosyjskim i angielskim / równ ież w 4 egzemplarzach/. 

6 . Artykuły powinny w zasadzie być podzielone logicznie na części, a w części końcowej winny być sfor-
mułowane wnioski. Tytułów rozdziałów nie należy podkreśloć. W miarę możności unikać podziału 
artykułu na oddzielnie zatytułowane częśc i / . 

7 . Rysunki powinny być nadsyłane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz załączone oddzielnie 
w usztywnionej koperc ie. Spisy rysunków zawierające teksty napisów pod rysunkami należy sporządzać 
oddzielnie /n ieza leżn ie od tekstu a r t yku łu / , w 4 egzemplarzach. Rysunki należy wykonywać no prze-
zroczystej kalce drukarskie j . 

8 . Fotografie powinny być ostre I wykonane na białym błyszczącym papierze fotograf icznym. Numery 
fotografi i i powiększenie należy podawać na odwrocle-ołówklem. Numeracją należy objąć rysunki i f o -
tografie łącznie / n i e stosowoć oddzielnej numeracji d la rysunków i oddzielnej d la f o tog ra f i i / . 

9 . Po zakończeniu artykułu należy podać wykaz l i teratury, wymieniając kolejno nazwisko autora i p i e r -
wsze l i tery imion, pełny ty tu ł dz ie ła lub ar tykułu, ty tu ł czasopisma,.nr tomu I zeszytu, miejsce w y -
dania i rok, ewentualnie numer strony. Pozycje wykazu l i teratury winny być numerowane, w tekśc ie-
powołania no numer pozyc j i w nawiasach kwadratowych, n p . / I 

10. Słownictwo techniczne, jednostki miar, skróty najważniejszych oznaczeń wielkości we wzorach i tp . 
powinny być zgodne z terminologią przyjętą przez Polskie Normy, Międzynarodowy Układ Miar / S I / 
oraz z Innymi obowiązującymi przepisami, 

11. Maszynopis powinien być bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Autora . Poprawek na 
stronie nie powinno być więce j niż 5 . 

12. Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, niezbędnych skrótów, 
korekty styl istycznej I t p . 

13. Fakt nadesłania pracy do wydrukowania w "Mater ia łach Elektronicznych" uważany jest za równoznacz-
ny z oświadczeniem Autora , że praco nie było drukowana ani wysłano do drukowania w żadnym I n -
nym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym. 

14. Autorzy proszeni są o dokładne podawanie adresu i numeru telefonu celem łatwiejszego porozumiewa-
nia się i ewentualnego przesłania należnego honorarium. 
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J U L i e 

Redaktor techniczny 
Mieczysława Ohnsorge 

Korektor 
famara Frydulsko 

WPM "WEMA" . Warszawa 1973. Nakład 500-HS0 egz. Ark. wyd. 3,5. A ^ . druk. 
4,1. Papier offset III kl. 80 g, BI. Zom. 534/73-5-Z/S 

Z . G . " T a m k a " Zam. ¿W-0/73 
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